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Prufungsantrag gem. § 44 PatG 1st gestellt 
® Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten 

(§7) Bei einem Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten, das 
die folgenden Schritte aufweist: 

Erzeugen von Vertief ungen (2, 3, 4, 5) und/oder Durchgangs- 
Jochern (2a) in einem Substrat (1) aus isolterendem Material, 
insbesondere durch Laser-Ablation, wobei die Vertief ungen 
und/oder Durchgangslocher der gewunschten auszubilde- 
nen Struktur von Leiterbahnen und/oder Durchkontaktierun- 
gen entsprechan, 

Aufbringen einer Grundschicht (6) auf elne odar beide 
Seiten des Substrate (1), und 

Aufbringen eines Laitermaterials (7) auf die bezuglich des 
Leitermaterials (7) katalytische und/odar aktivierende 
Grundschicht (6), 

^ wird vor dem Aufbringen des Leitermaterials (7) die Grund- 

^ schicht (6) auSer in den Vertiefungen und/oder in den 
Durchgangsiochern selektiv vom Substrat (1) durch Laser- 
Ablation entfemt. Eine Bearbeitung der Oberflache des 

\ff Leitermaterials, der Grundschicht oder des Substrats 1st 

0) nicht mehr erforderiich. 
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Beschreibung Aus der EP 0 287 843 Bl geht hervor, daB fQr die Ab- 
lation der Grundschicht idealerweise ein gepulster Ex- 
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung cimerlaser verwendet wird. Die EP 0 287 843 Bl zeigt 
von Leiterplatten, das die folgenden Schritte aufweist: auch, daB durch Ablation mittels elektromagnetischer 
Erzeugen von Vertiefungen und/oder Durchgangslo- 5 Strahlung ein negatives Bild der Leiterzuge erzeugt 
chern h) einem Substrat aus isolierendem Material, ins- werden kann, wobei die Grundschicht ohne wesentliche 
besondere durch Laser-Ablation, wobei die Vertiefun- Beeintrachtigung der Substratoberflache selektiv wie- 
gen und/oder Durchgangslocher der gewOnschten aus- der abgetragen wird Im Bereich der Einwirkung der 
zubildenden Struktur von Leiterbahnen und/oder elektromagnetischen Strahlung kann dannbei den nach- 
Durchkontaktierungen entsprechen; 10 folgenden Verfahrensschritten keine Metallisierung 
Aufbringen einer Grundschicht auf eine oder beide Sei- mehr stattfinden. Unter Wahrung der Vorteile der Addi- 
ten des Substrats; und tivtechnik kann also eine besonders einfach zu realisie- 
Aufbringen eines Leitermaterials auf die bezuglich des rende Leiterbildubertragung mittels elektromagneti- 
Leitermaterials katalytische und/oder aktivierende scher Strahlung vorgenommen werden. 
Grundschicht 15 Von Nachteil dieses aus der EP 0 287 843 Bl bekann- 
EinderartigesHerstellungsverfahrenistbeispielswei- ten Verfahrens ist, daB der Leiterbahnaufbau auf der 
se durch die EP 0 677 985 Al bekannt gewordea Substratoberflache stattfindet Dies bedeutet, daB durch 
Beim Aufbau von gedruckten Schaltungen bzw. Lei- das Zusammenfugen mehrerer Lagen eine Oberflachen- 
terplatten unterscheidet man grundsatzlich die weitver- topographie entsteht, die bei der Bestuckung der Leiter- 
breitete Subtraktivtechnik, die von metallkaschierten 20 plattenmitdenBausteinensehrhinderlichist 
Substraten bzw. Basismaterialien ausgeht und bei der Der Erfindung liegt demgegenuber die Aufgabe zu- 
das nicht fur Leiterzuge bendtigte Kupfer durch Atzun- grunde, ein technisch hochwertiges, wirtschaftliches und 
gen entfernt wird, von der Additivtechnik, die, auf haft- umweltfreundliches Verfahren zur Herstellung von Lei- 
vermittlerbeschichteten Substraten aufbauend, das Lei- terplatten in Additivtechnik zu schaffen. 
termaterial nur dort aus den Badern aufbringt, wo Lei- 25 Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB in einem ersten 
terzQge benotigt werden. Aspekt dadurch gelost, daB vor dem Aufbringen des 
Auch Kombinationen dieser Verfahren sindublich. So Leitermaterials die Grundschicht auBer in die Vertie- 
wird bei der Durchkontaktienmg, d. h. der Kupferbele- fungen und/oder in den Durchgangslfichern selektiv 
gung der Lochwandung von beidseitig vorhandenen - vom Substrat entfernt wird. 

subtraktiv hergestellten - Leiterbildern additiv, gear- 30 Dieses additive Herstellungsverfahren hat den we- 

beitet In der Semiadditivtechnik werden auf stromlos sentlichen Vorteil, daB die Struktur der auszubildenden 

abgeschiedene, dunne Grundschichten die Leiterbahnen Leiterbahnen mechanisch, beispielsweise durch Laser- 

durch galvanische Verstarkung auf gebaut und die restli- Ablation, vorgegeben werden kann und daB das Auf- 

che Grundschicht durch Atzen, d. h. subtraktiv, wieder bringen des Leitermaterials nur selektiv auf der Grund- 

entfernt Urn Durchgangslocher und Sacklocher herzu- 35 schicht am Substrat erfolgt Die Auftragrate des Leiter- 

stellen, wird zumeist das mechanische Bohren in Verbin- materials, beispielsweise Kupfer, kann leicht kontrol- 

dungmitderDirektmetallisierungangewendet liert werden, so daB eine ebene Oberflache zwischen 

Aus der DE-Z "Galvanotechnik" 77, (1986), Nr. 1, Sei- dem aufgebrachten Leitermaterial und der Grund- 

ten 51 bis 60 ist es auch bereits bekannt, bei der Herstel- schicht bzw. dem Substrat erreicht werden kann. Eine 

lung von Leiterplatten in Volladditivtechnik die Leiter- 40 Bearbeitung der Oberflache des Leitermaterials, der 

bildubertragung mit Hilfe eines Lasers vorzunehmen. Grundschicht oder des Substrats ist nicht mehr erfor- 

Aus der EP-A-0 164 564 geht weiterhin hervor, daB es derlich. 

mdglich ist, Sacklocher in einem Substrat mit einem Das erfindungsgemaBe Herstellungsverfahren er- 

Excimerlaser herzustellen. Der ProzeB dieses Material- moglicht es auBerdem, die Leiterbahnen in Vertiefun- 

abtrags wird Laser- Ablation genannt 45 gen im Substrat aufzubringen. Dadurch kann eine einfa- 

Die EP 0 677 985 Al beschreibt die Herstellung von che Obertragung sehr feiner und praziser Leiterstruktu- 

Vertiefungen und Durchgangslocher im Substrat durch ren mit guter Haftgrundlage gewihrleistet werden, oh- 

Ablation mit Hilfe eines Excimerlasers. Durch Energie- ne daB die Herstellung von Durchkontaktierungen Pro- 

berechnungen ist es mfiglich, ein kontrolliertes Tiefen- blemeaufwirft 

profil zu erzeugen. AnschlieBend wird auf die Oberfla- 50 AuBerdem hat das erfindungsgemaBe Herstellungs- 

che des Substrattrigers eine Schicht aus elektrisch lei- verfahren noch die folgenden VorteDe: 
tendem Material aufgebracht, beispielsweise durch ein 

PVD- Verfahren. Eine weitere Metallschicht wird auf -hoheDichte,hohePrazisionderAbbildungen 

dieser Grundschicht abgeschieden, und dann werden die — ultrafeine Aufldsung, hervorragende Reprodu- 

Metallschicht und die Grundschicht durch Schleifen 55 zierbarkeit mit der Auflosung von Feinstleitergeo- 

oder Polieren von der SubstratauBenseite derart ent- metrien im Bereich der DunnfUmtechnik 

fernt, so daB sich nur noch in den Vertiefungen und/oder — hervorragende Oberflachenplanaritat, da die 

Durdigangsldchern Leitermaterial befindet Leiterzuge im Basismaterial eingraviert sind 

Bei diesem bekannten Verfahren wird die Grand- — Einsatz von hochtemperaturbestandigem Basis- 
schicht vollflachig mit einer Metallschicht, beispielswei- 60 material moglich (z. B. mit T r Werten > 500° C) 
se einer Kupferschicht beschichtet, die dann fast voll- — extremkurzer ProzeBzyklus(3— 6 ProzeBschrit- 
standig durch Schleifen, Lappeno. a. wieder abgetragen te/Layer), hohes Potential fQr Kostenreduzierun- 
werden muB. Bei diesem mechanischen Abtrag des gen. 
HberflQssigen Materials kommt es zu einer starken me- 
chanischen Belastung des folienartigen Substrats. Au- 65 Bei einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform 
Berdem werden flir einen planen mechanischen Abtrag des eifindungsgemaBen Hersteliungsverfahrens wird 
im Toleranzbereich der GroBenordnung 1 jim mehr auf- die Grundschicht durch Laser- Ablation entfernt 
wendigeAnlagenbendtigt Eine weitere bevorzugte Ausfuhrungsform kenn- 
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zeichnet sich dadurch, daB nach dem Erzeugen der Ver- Leitermaterial, z. B. Kupfer, kann chemisch abgetragen 

tiefungen und vorder Erzeugungder Durchgangsldcher werden, so daB es recyclebar ist und, im Gegensatz zu 

eine entfernbare Deckschicht voliflachig auf das Sub- abgeschliffenem Kupfer, eraeut zum Beschichten ver- 

strat aufgebracht wird weadet werden kann. 

Eine andere vorteilhafte Ausfuhrungsform des erfin- 5 Bei einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform 

dungsgemaBen Herstellungsverfahrens kennzeichnet aller genannten Herstellungsverfahren erfolgt das Auf- 

sich dadurch, daB die Grundschicht in den Vertiefungen bringen der Grundschicht auf das Substrat verfahrens- 

und/oder in den Durchgangslochern erst nach ihrem m&Big besonders einfach durch einen naBchemischen 

Aufbringen, vorzugsweise mittels elektromagnetischer ProzeB, durch physikalische Abscheidung aus der 

Strahlung, insbesondere durch Laserstrahlung, selektiv 10 Dampfphase (PVD) oder durch chemische Abscheidung 

zu einer katalytischen und/oder aktivierenden Schicht aus der Dampfphase (CVD). 

umgewandeltwird Eine weitere vorteilhafte Ausfuhrungsform der ge- 

Bei einer besonders vorteilhaften Weiterbildung die- nannten Herstellungsverfahren kennzeichnet sich da- 

ser Ausfuhrungsform wird die nicht-aktivierte Grund- durch, daB als katalytische und/oder aktivierende 

schicht durch eine naBchemische Losung entfernt, was 15 Grundschicht eine metalloxydische Verbindung und/ 

verfahrensmaBig besonders einfach ist oder eine palladiumorganische Verbindung verwendet 

Die Erfindung betrifft in einem weiteren Aspekt ein wird 
Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten, das die Die Erfindung betrifft in einem weiteren Aspekt auch 
folgenden Schritte aufweist: ein Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten, das die 
Erzeugen von Vertiefungen und/oder Durchgangslo- 20 folgenden Schritte aufweist: 
chern in einem Substrat aus isolierendem Material, ins- Erzeugen von Vertiefungen und/oder Durchgangsld- 
besondere durch Laser-Ablation, wobei die Vertiefun- chern in einem Substrat aus isolierendem Material, ins- 
gen und/oder Durchgangsldcher der gewtinschten aus- besondere durch Laser- Ablation, wobei die Vertiefun- 
zubildenden Struktur von Leiterbahnen und Durchkon- gen und/oder Durchgangslocher der gewunschten aus- 
taktierungen entsprechen; 25 zubildenden Struktur von Leiterbahnen und Durchkon- 
Vollflachiges Aufbringen einer bezuglich eines Leiter- taktierungen entsprechen; und 
materials katalytischen und/oder aktivierenden Grund- Aufbringen eines Leitermaterials in die Vertiefungen 
schicht auf eine oder beide Seiten des Substrats; und und/oder Durchgangsldcher. 

Aufbringen eines Leitermaterials auf die Grundischicht Die oben genannte Aufgabe wird bei diesem Herstel- 

Die oben genannte erfindungsgemaBe Aufgabe wird 30 lungsverfahren dadurch gelost, daB sich durch Bestrah- 

bei diesem Verfahren dadurch gelost, daB nach dem len der Vertiefungen und/oder Durchgangsldcher mit 

Aufbringen der Grundschicht eine Deckschicht vollfla- elektromagnetischer Strahlung, insbesondere mit La- 

chig auf die Grundschicht aufgebracht wird und daB serstrahlung, in einem naBchemischen Bad Leitermate- 

danach die Deckschicht zur Ausbildung der Vertiefun- rial nur in den Vertiefungen und/oder Durchgangslo- 

gen von der Grundschicht selektiv entfernt wird 35 chern abscheidet 

Auch mit diesem erfindungsgemaBen Herstellungs- Auch mit diesem erfmdungsgemaBen Herstellungs- 
verfahren lassen sich die obengenannten Vorteile erzie- verfahren lassen sich die bereits oben genannten Vortei- 
Ien. le erzielen. 

Bei einer besonders bevorzugten AusfQhrungsform Bei einer ganz besonders bevorzugten AusfQhrungs- 

dieses Herstellungsverfahrens werden die Durchgangs- 40 form aller Herstellungsverfahren erfolgt das Aufbrin- 

ldcher im Substrat vor dem Aufbringen der Deckschicht gen des Leitermaterials durch chemische und/oder gal- 

ausgebildet und von der Deckschicht abgedeckt vanische Metallabscheidung, was sich verfahrensmaBig 

Die Erfindung betrifft in einem weiteren Aspekt auch besonders einfach verwirklichen laBt 

ein Herstellungsverfahren zur Herstellung von Leiter- Eine weitere vorteilhafte Ausfuhrungsform von alien 

platten, das die folgenden Schritte beinhaltet: 45 genannten Herstellungsverfahren kennzeichnet sich da- 

Erzeugen von Vertiefungen und/oder Durchgangslo- durch, daB auf das Leitermaterial eine weitere Metall- 

chern in einem Substrat aus isolierendem Material, ins- schicht, vorzugsweise durch galvanisches Abscheiden 

besondere durch Laser- Ablation, wobei die Vertiefun- von Metall, bundig zum Substrat aufgebracht wird 

gen und/oder Durchgangslocher der gewunschten aus- Die Erfindung betrifft in einem weiteren Aspekt auch 

zubildenden Struktur von Leiterbahnen und Durchkon- 50 ein Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten, das die 

taktierungen entsprechen; folgenden Schritte aufweist: 

Vollflachiges Aufbringen einer katalytischen und/oder Erzeugen von Vertiefungen und/oder Durchgangslo- 

aktivierenden Grundschicht auf eine oder beide Seiten chern in einem Substrat aus isolierendem Material, ins- 

des Substrates; und besondere durch Laser- Ablation, wobei die Vertiefun- 

Aufbringen eines Leitermaterials auf die Grundschicht 55 gen und/oder Durchgangslocher der gewunschten aus- 

Die oben genannte Aufgabe wird erfindungsgemaB zubildenden Struktur von Leiterbahnen und Durchkon- 

bei diesem Herstellungsverfahren dadurch gelost, daB taktierungen entsprechen. 

das Leitermaterial auf die Grundschicht voliflachig auf- Die obengenannte Aufgabe wird bei diesem Herstei- 

gebracht wird, bis zumindest die Vertiefungen und/oder lungsverfahren dadurch gelost, daB Leitermaterial auf 

Durchgangslocher vollstandig ausgefullt sind und daB 60 das Substrat voliflachig, vorzugsweise durch physikali- 

das Leitermaterial und die Grundschicht dann so weit sche oder chemische Abscheidung aus der Dampfphase, 

abgetragen, vorzugsweise abgeatzt, werden, bis das Lei- aufgebracht wird, bis zumindest die Vertiefungen und/ 

termaterial biindig mit dem Substrat ist oder Durchgangslocher vollstandig ausgefullt sind und 

Dieses erfindungsgemafle Herstellungsverfahren hat daB das Leitermaterial dann soweit abgetragen, vor- 

den wesentlichen Vorteil, daB das Substrat mechanisch 65 zugsweise abgeatzt wird, bis das Leitermaterial bundig 

nicht belastet wird AuBerdem kann, da die Abtragung mit dem Tragersubstrat ist 

nicht durch Schleifkorner, sondern chemisch erfolgt, ei- Die Erfindung betrifft auch eine Leiterbahnstruktur 

ne hohere Aufldsung erzielt werden. Das aufgebrachte mit einem Substrat aus isolierendem Material, mit Ver- 
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tiefungen und/oder DurchgangslOchern im Substrat, mit Diese Entfernung des Materials, die der Erzeugung des 
einer bezfiglich eines Leitermaterials katalytischen und/ Leiterbildes entspricht, wird durch Ablation mittels ei- 
oder aktivierenden Grundschicht am Boden der Vertie- nes gepulsten Excimeriaser vorgenommen. Ebenfalls 
fungen und/oder an der Innenwand der Durchgangslo- mit einem Excimeriaser wird gemaB Fig. 1c an den den 
cher und mit einem bundig zur Oberflache des Substrate 5 spateren Durchkontaktierungen entsprechenden Berei- 
aufdieGrundschichtaufgebrachtenLeitermateriaL chen durch weiteren Materialabtrag ein Durchgangs- 

Eine derartige Leiterbahnstruktur ist ebenfalls aus loch2aerzeugt 
der EP 0 677 985 Al bekannt geworden. Fur die Ablation wird zweckmaBigerweise ein gepuls- 

ErfindungsgemaB ist Leitermaterial zwischen der In- ter Excimer-Laser im UV-Bereich verwendet, dessen 
nenwand der Vertiefungen und/oder Durchgangsldcher 10 Laserstrahl durch eine Maske entsprechend der ge- 
und der Grundschicht vorgesehen. wunschten Struktur von Leiterbahnen und Durchkon- 

Die Erfindung betrifft weiterhin auch eine Leiter- taktierungen strukturiert wird. Alternativ kann die Be- 
bahnstruktur mit einem Substrat aus isolierendem Ma- arbeitung durch fokussierte Laserstrahlung erfolgen. 
terial, mit Vertiefungen und/oder mit im Substrat vorge- Die Bewegung des fokussierten Laserstrahls ist relativ 
sehenen Durchgangslochern, mit einer bezuglich eines 15 zum Tragersubstrat frei programmierbar. Fur die 
Leitermaterials katalytischen und/oder aktivierenden Steuerung des Laserstrahls wird ein adaptives optisches 
Grundschicht an dem Substrat und/oder an der Innen- System mit verschiedenen ausrichtbaren und reflektie- 
wand der Durchgangslocher und mit einem auf die renden Elementen verwendet, um verschiedene einzel- 
Grundschicht aufgebrachten Leitermaterial ne Strahlen des Lasers direkt auf das Substrat zu lenken. 

ErfindungsgemaB sind die auf der Grundschicht aus- 20 Nach dem Abladieren der spateren Leiterzuge und/ 
gebildeten Strukturen von Leitermaterial jeweils durch oder Durchkontaktierungen erfolgt das Aufbringen ei- 
auf der Grundschicht ausgebildete Deckschichten von- ner Grundschicht, die in Fig. Id als dunne Schicht 6 
einander isoliert gezeigt ist Es ist ersichtlich, daB die Grundschicht 6 auf 

Die Erfindung betrifft schliefllich auch eine Leiter- die Oberflache des Substrats 1 und die Wandungen der 
bahnstruktur aus einem Substrat aus isolierendem Ma- 25 Vertiefungen 2, 3, 4, 5 bzw. Ldcher 2a aufgebracht wer- 
terial, mit Vertiefungen und/oder mit im Substrat vorge- den kann. Fur das Aufbringen der Grundschicht 6 kon- 
sehenen Durchgangslochern mit einem Leitermaterial nen ubliche NaBprozesse, FVD/CVD-Verfahren oder 
in den vorher erzeugten Strukturen. laserunterstutzte Abscheideverfahren, verwendet wer- 

ErfindungsgemaB ist das Leitermaterial einschichtig den. 
in den vorher erzeugten Strukturen aufgebracht 30 Nach dem Aufbringen der Grundschicht 6 wird diese 

Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der gemaB Fig. le in den nicht den spateren Leiterzugen 
Beschreibung und der Zeichnung. Ebenso konnen die und spateren Durchkontaktierungen entsprechenden 
vorstehend genannten und die noch weiter aufgefuhrten Bereichen des Substrats 1 wieder entf ernt Diese selekti- 
Merkmale erfindungsgemaB jeweils einzeln fur sich ve Entfernung der Grundschicht 6, die der Erzeugung 
oder zu mehreren in beliebigen Kombinationen Ver- 35 eines negativen Leiterbildes entspricht, wird durch Ab- 
wendung finden. Die gezeigten und beschriebenen Aus- lation mittels eines gepulsten Excimeriaser vorgenom- 
fQhrungsformen sind nicht als abschlieBende Aufzah- men. 

lung zu verstehen, sondern haben vielmehr beispielhaf- Nach der selektiven Ablation der Grundschicht 6 
ten Charakter fOr die Schilderung der Erfindung. wird dann gemaB Fig. If zur Fertigstellung der spateren 

Es zeigen in stark vereinfachter schematischer Dar- 40 Leiterzuge und der spateren Durchkontaktierungen ei- 
stellung: ne Metallschicht 7 chemisch abgeschieden. 

Fig. la bis If eine erste Variante der Herstellung von Bei der anhand von den Fig. 2a bis 2g aufgezeigten 
Leiterplatten; Variante wird nach der selektiven Ablation der Grund- 

Fig. 2a bis 2g eine zweite Variante der Herstellung schicht 6 gemaB Fig. 2f im Bereich der spateren Leiter- 
von Leiterplatten; 45 zuge und der spateren Durchkontaktierungen eine diin- 

Fig. 3a bis 3g eine dritte Variante der Herstellung von ne Schicht chemisch abgeschiedenen Metalis 7 aufge- 
Leiterplatten; bracht Bei dem Metall 7 handelt es sich auch hier wie- 

Fig. 4a bis 4g eine vierte Variante der Herstellung von der bevorzugt um stromlos abgeschiedenes Kupfer. Ge- 
Leiterplatten; maB Fig. 2g werden zur Fertigstellung der Leiterplatten 

Fig. 5a bis 5f eine funfte Variante der Herstellung von 50 die Leiterzuge und die Durchkontaktierungen mit ei- 
Leiterplatten; nem galvanisch abgeschiedenen Metall 9 verstarkt 

Fig. 6a bis 6d eine sechste Variante der Herstellung Bei der in den Fig. 3a bis 3g dargestellten Variante 
von Leiterplatten; und wird nach der Ablation der den Leiterbahnen entspre- 

Fig. 7a bis 7d eine siebte Variante der Herstellung chenden Bereichen 2, 3, 4, 5 eine losbare Deckschicht 10 
von Leiterplatten. 55 aufgebracht Nun erfolgt die Ablation des Substratma- 

Bei dem in den Fig. 1 bis 7 dargestellten Substrat 1 terials 1 und der Deckschicht 10 in den den Durchgangs- 
handelt es sich um einen Ausschnitt eines Basismaterials lochern entsprechenden Bereichen 2a und die Ablation 
fur eine hochintegrierte Leiterplatte. Als Materialienftir der Deckschicht 10 in den den Leiterbahnen entspre- 
derartige Leiterplatten werden hauptsachlich hochtem- chenden Bereichea Nach diesem Schritt erfolgt das 
peraturbestandige Polymerfolien verwendet, wobei im eo Aufbringen der Grundschicht 6. Es ist ersichtlich, daB 
geschilderten Ausfuhrungsbeispiel Polyimidfolie ver- die Grundschicht 6 auf die Oberflache der Deckschicht, 
wendet wird. Das dargestellte Substrat 1 wird zur besse- den Boden der Leiterbahnstrukturen und die Wandun- 
ren Handhabung zunachst auf einem Tragerrahmen gen der L6cher im Substrat aufgebracht werden kann. 
(nicht gezeigt) befestigt, um die dunne Folie fur die ein- Fflr das Aufbringen der Grundschicht 6 konnen ubliche 
zelnenProzeBschrittezustabilisieren. 65 NaBprozesse, FVD/CVD-Verfahren oder laserunter- 

Nach dem Fixieren auf einem Trager wird vom Sub- stutzte Abscheideverfahren, verwendet werden. Durch 
strati gemaB Fig. lb in den den spateren Leiterzugen 2, einen sogenannten Lift-off-Schritt kann die losbare 
3, 4, 5 entsprechenden Bereichen Material abladiert Deckschicht 10 entfernt werden. Wie in Fig. 3f darge- 
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stellt, wird mit dem Auflosen der Deckschicht 10 auch 
gleichzeitig die Grundschicht 6 von den Bereichen au- 
Berhalb der spateren Leiterbahnen und Durchkontak- 
tierungen entfernt GemaB Fig, 3g wird zur Fertigstel- 
Iung der spSteren Leiterziige und Durehkontaktierun- 5 
gen eine leitende MetallscMcht 7 chemisch abgeschie- 
den. Der Lift-off-ProzeB kann naflchemisch oder durch 
mechanisches Abzugsverf ahren durchgefuhrt werden. 

Bei der in den Rg. 4a bis 4g dargestellten Variante 
wird die vollflachig aufgebrachte Grundschicht 6' mit 10 
Hilfe elektromagnetischer Strahlung, z. B. mit Hilfe von 
Laserstrahlung, gezielt strukturiert Durch die Einwir- 
kung der elektromagnetischen Strahlung werden in den 
Bereichen der spateren Leiterbahnen und Durchkon- 
taktierungen haftfeste Keime 11 freigesetzt Die nicht- 15 
bestrahlten Anteile der Grundschicht 6' werden, wie aus 
Fig.4f ersichtlich, abgewaschen. GemaB Fig.4g wird 
zur Fertigstellung der spateren Leiterziige und Durch- 
kontaktierungen eine leitende Metallschicht 7 chemisch 
oder galvanisch abgeschieden. 20 

Bei der in den Fig. 5a bis 5f dargestellten Variante 
werden zunadist durch elektromagnetische Strahlung 
die Bereiche der spateren Durchkontaktierungen 22a 
abladiert Nun wird die Grundschicht 26 vollflachig auf- 
gebracht Fur das Aufbringen der nichtleitenden Grund- 25 
schicht 26 kdnnen ubliche Nafiprozesse angewendet 
werden. Ebenfalls mit herkommlichen Methoden wird 
nun eine losliche und/oder laserabladierbare Deck- 
schicht 12 vollflachig aufgebracht Mit Hilfe elektroma- 
gnetischer Strahlung werden nun in dieser Deckschicht 30 
12 Vertiefungen 22, 23, 24, 25 erzeugt, die den spateren 
Leiterbahnen entsprechen. Durch Ablation der Deck- 
schicht 12 in diesen Bereichen wird gemaB Fig- 5e die 
Grundschicht 26 freigelegt In dem nun folgenden 
Schritt kann in diesen Bereichen der spatere Leiterbah- 35 
nen und Durchkontaktierungen selektiv leitbares Mate- 
rial 27 abgeschieden werden. Alternativ konnen die Lei- 
terbahnstrukturen in einem photoempfindlichen dielek- 
trischen Material durch Belichten und Entwickeln er- 
zeugt werden. 40 

Bei der in den Fig. 6a bis 6d dargestellten Variante 
werden die Bereiche der spateren Leiterbahnen 2, 3, 4, 5 
und Durchkontaktierungen 2a elektromagnetischer 
Strahlung ausgesetzt Unter dem EinfluB dieser Strah- 
lung wird in einem naBchemischen Bad leitbares Materi- 45 
al 37 in den Bereichen der spateren Leitbahnen 2, 3, 4, 5 
und Durchkontaktierungen 2a abgeschieden. 

Bei der in den Fig. 7a bis 7f dargestellten Variante ist 
nach dem in Fig. 7d dargestellten Schritt keine Ablation 
der Grundschicht 6 in den nicht bendtigten Bereichen 50 
notwendig. Aus Fig. 7e wird ersichtlich, daB in einem 
chemischen oder galvanischen ProzeB so lange Leiter- 
material 47 auf der Grundschicht 6 abgeschieden wird, 
bis eine ebene Oberflache entsteht In einem nachfol- 
genden AtzprozeB wird nun die Schicht aus Leitermate- 55 
rial 47 und die Grundschicht so lange abgetragen, bis 
nur noch in den Leiterbahnen 2, 3, 4, 5 und dem Durch- 
gangsloch 2a Leitermaterial 47 zuruckbleibt (Fig. 7f). 
Das Leitermaterial 47 in den Vertiefungen 2, 3, 4, 5 ist 
dann bundig zu der Oberflache des Substrats 1. 60 

Patentanspruche 

1. Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten, das 
die folgenden Schritte aufweist; 65 
a) Erzeugen von Vertiefungen (2, 3, 4, 5) und/ 
oder Durchgangslochern (2a) in einem Sub- 
strat (1) aus isolierendem Material, insbeson- 



dere durch Laser-Ablation, wobei die Vertie- 
fungen (2, 3, 4, 5) und/oder DurchgangslScher 
(2a) der gewunschten auszubildenden Struktur 
von Leiterbahnen und/oder Durchkontaktie- 
rungen entsprechen; 

b) Aufbringen einer Grundschicht (6; 6', 1 1) auf 
eine oder beide Seiten des Substrats (1); und 

c) Aufbringen eines Leitermaterials (7) auf die 
bezuglich des Leitermaterials (7) katalytische 
und/oder aktivierende Grundschicht (6; 1 1); 

dadurch gekennzeichnet, 

d) daB vor dem Aufbringen des Leitermaterials 
(7) die Grundschicht (6; 6*) auBer in den Vertie- 
fungen (2, 3, 4, 5) und/oder in den Durchgangs- 
16chern (2a) selektiv vom Substrat (1) entfernt 
wird. 

2. Herstellungsverfahren nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Grundschicht (6; 6*) durch 
Laser-Ablation entfernt wird. 

3. Herstellungsverfahren nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB nach dem Erzeugen 
der Vertiefungen (2, 3, 4, 5) und vor der Erzeugung 
der Durchgangslocher (2a) eine entfernbare Deck- 
schicht (10) vollflachig auf das Substrat (1) aufge- 
bracht wird. 

4. Herstellungsverfahren nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Grundschicht (6') in den 
Vertiefungen (2, 3, 4, 5) und/oder in den Durch- 
gangslochern (2a) erst nach ihrem Aufbringen, vor- 
zugsweise mittels elektromagnetischer Strahlung, 
insbesondere durch Laserstrahlung, selektiv zu ei- 
ner katalytischen und/oder aktivierenden Schicht 

(11) umgewandelt wird. 

5. Herstellungsverfahren nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB die nicht-aktivierte Grund- 
schicht (60 durch eine naBchemische Losung ent- 
fernt wird. 

6. Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten, das 
die folgenden Schritte aufweist: 

a) Erzeugen von Vertiefungen (22, 23, 24, 25) 
und/oder Durchgangsldchern (2a) in einem 
Substrat (1) aus isolierendem Material, insbe- 
sondere durch Laser-Ablation, wobei die Ver- 
tiefungen (22, 23, 24, 25) und/oder Durchgangs- 
locher (22a) der gewtinschten auszubildenden 
Struktur von Leiterbahnen und Durchkontak- 
tierungen entsprechen; 

b) Vollflachiges Aufbringen einer bezuglich ei- 
nes Leitermaterials (27) katalytischen und/ 
oder aktivierenden Grundschicht (26) auf eine 
oder beide Seiten des Substrats (1); und 

c) Aufbringen eines Leitermaterials (27) auf die 
Grundschicht (26); 

dadurch gekennzeichnet, 

d) daB nach dem Aufbringen der Grundschicht 
(26) eine Deckschicht (12) vollflachig auf die 
Grundschicht (26) aufgebracht wird; und 

e) daB danach die Deckschicht (12) zur Ausbil- 
dung der Vertiefungen (22, 23, 24, 25) von der 
Grundschicht (26) selektiv entfernt wird. 

7. Herstellungsverfahren nach Anspruch 6, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Durchgangslocher (22a) 
im Substrat (1) vor dem Aufbringen der Deck- 
schicht (12) ausgebildet und von der Deckschicht 

(12) abgedeckt werdea 

8. Herstellungsverfahren zur Herstellung von Lei- 
terplatten, das die folgenden Schritte beinhaltet: 

a) Erzeugen von Vertiefungen (2, 3, 4, 5) und/ 
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Oder Durchgangslochern (2a) in einera Sub- 
strat (1) aus isolierendem Material, insbeson- 
dere durch Laser-Ablation, wobei die Vertie- 
fungen (2, 3, 4, 5) und/oder Durchgangslocher 
(2a) der gewunschten auszubildenden Struktur 5 
von Leiterbahnen und Durchkontaktierungen 
entsprecben; 

b) Vollflachiges Aufbringen einer katalyti- 
schen und/oder aktivierenden Grundschicht 
(6) auf eine oder beide Seiten des Substrates 10 
(l);und 

c) Aufbringen eines Leitermaterials (47) auf die 
Grundschicht (6); 

dadurch gekennzeichnet, 

d) daB das Leitermaterial (47) auf die Grund- 15 
schicht (6) vollfl&chig auf gebracht wird, bis zu- 
mindest die Vertiefungen (2, 3, 4, 5) und/oder 
Durchgangslocher (2a) vollstandig ausfullt 
sind, und 

e) daB das Leitermaterial (47) und die Grund- 20 
schicht (6) dann so weit abgetragen, vorzugs- 
weise abgeatzt, werden, bis das Leitermaterial 
(47) bOndig mit dem Tnigersubstrat (1) isL 

9. Herstellungsverfahren nach einem der vorherge- 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 25 
das Aufbringen der Grundschicht (6; 6'; 26) auf das 
Substrat (1) durch einen naBchemischen ProzeB, 
durch physikalische Abscheidung aus der Dampf- 
phase (PVD) oder durch chemische Abscheidung 
aus der Dampf phase (CVD) erfolgt 30 

10. Herstellungsverfahren nach einem der vorher- 
gehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 
als katalytische und/oder aktivierende Grund- 
schicht (6; 26) eine metalloxidische Verbindung 
und/oder eine palladiumorganische Verbindung 35 
verwendetwird 

11. Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten, 
das die folgenden Schritte aufweist: 

a) Erzeugen von Vertiefungen (2, 3, 4, 5) und/ 
oder Durchgangslochern (2a) in einem Sub- 40 
strat (1) aus isolierendem Material, insbeson- 
dere durch Laser-Ablation, wobei die Vertie- 
fungen (2, 3, 4, 5) und/oder Durchgangslocher 
(2a) der gewunschten auszubildenden Struktur 
von Leiterbahnen und Durchkontaktierungen 45 
entsprechen;und 

b) Aufbringen eines Leitermaterials (37) in die 
Vertiefungen (2, 3, 4, 5) und/oder Durchgangs- 
ldcher (2a); 

dadurch gekennzeichnet, 50 

c) daB sich durch Bestrahlen der Vertiefungen 
(2, 3, 4, 5) und/oder Durchgangslocher (2a) mit 
elektromagnetischer Strahlung, insbesondere 
mit Laserstrahlung, in einem naBchemischen 
Bad Leitermaterial (37) nur in den Vertiefun- 55 
gen (2, 3, 4, 5) und/oder Durchgangslochern 
(2a) abscheidet 

12. Herstellungsverfahren nach einem der vorher- 
gehenden Ansprfiche, dadurch gekennzeichnet, daB 
das Aufbringen des Leitermaterials (7; 27; 37; 47) 60 
durch chemische und/oder galvanische Metallab- 
scheidung erfolgt 

13. Herstellungsverfahren nach einem der vorher- 
gehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 
auf das Leitermaterial (7; 27; 37; 47) eine weitere 65 
Metallschicht (9) vorzugsweise durch galvanisches 
Abscheiden von Metall, bundig zum Substrat (1) 
aufgebrachtwird. 



14. Herstellungsverfahren zur Herstellung von Lei- 
terplatten, das die folgenden Schritte beinhaltet: 

a) Erzeugen von Vertiefungen (2, 3, 4, 5) und/ 
oder Durchgangsldchera (2a) in einem Sub- 
strat (1) aus isolierendem Material, insbeson- 
dere durch Laser-Ablation, wobei die Vertie- 
fungen (2, 3, 4, 5) und/oder Durchgangslocher 
(2a) der gewunschten auszubildenden Struktur 
von Leiterbahnen und Durchkontaktierungen 
entsprecben, 

dadurch gekennzeichnet, 

b) daB Leitermaterial (37) auf das Substrat (1) 
vollfiachig, vorzugsweise durch physikalische 
oder chemische Abscheidung aus der Dampf - 
phase, aufgebracht wird, bis zumindest die 
Vertiefungen (2, 3, 4, 5) und/oder Durchgangs- 
locher (2a) vollstandig ausfullt sind, und 

c) daB das Leitermaterial (37) dann so weit 
abgetragen, vorzugsweise abgeatzt, wird, bis 
das Leitermaterial (37) bundig mit dem Tra- 
gersubstrat (1) ist 

15. Leiterplatte, insbesondere hergestellt nach dem 
Herstellungsverfahren gemaB einem der vorherge- 
henden Anspruche 1 bis 5 oder einem der auf diese 
Anspruche ruckbezogenen Anspriiche, 

mit einem Substrat (1) aus isolierendem Material, 
mit Vertiefungen (2, 3, 4, 5) und/oder Durchgangs- 
lochern (2a) im Substrat (1), 
mit einer bezQglich eines Leitermaterials (7) kataly- 
tischen und/oder aktivierenden Grundschicht (6; 
1 1) am Boden der Vertiefungen (2, 3, 4, 5) und/oder 
an der Innenwand der Durchgangsldcher (2a) und 
mit einem bOndig zur Oberfltche des Substrats (1) 
auf die Grundschicht (6; 11) aufgebrachten Leiter- 
material (7, 9) 
dadurch gekennzeichnet, 

daB Leitermaterial (7) zwischen der Innenwand der 
Vertiefungen (2, 3, 4, 5) und/oder Durchgangslocher 
(2a) und der Grundschicht (6; 1 1) vorgesehen ist 

16. Leiterplatte, insbesondere hergestellt nach dem 
Herstellungsverfahren gemaB einem der vorherge- 
henden Anspruche 6 oder 7 oder einem der auf 
diese Anspruche ruckbezogenen Anspruche, 

mit einem Substrat (1) aus isolierendem Material, 
mit Vertiefungen (22, 23, 24, 25) und/oder mit im 
Substrat (1) vorgesehenen Durchgangslochern 
(22a) 

mit einer bezuglich eines Leitermaterials (27) kata- 

lytischen und/oder aktivierenden Grundschicht (26) 

an dem Substrat (1) und/oder an der Innenwand der 

Durchgangsldcher (22a) und 

mit einem auf die Grundschicht (26) aufgebrachten 

Leitermaterial (27), 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die auf der Grundschicht (26) ausgebildeten 
Strukturen von Leitermaterial (27) jeweils durch 
auf der Grundschicht (26) ausgebildete Deckschtch- 
ten (12) voneinander isoliert sind. 

17. Leiterplatte, insbesondere hergestellt nach dem 
Herstellungsverfahren gemaB einem der vorherge- 
henden AnsprQche 11 oder 14 oder einem der auf 
diese Anspruche ruckbezogenen Anspruche, 

mit einem Substrat (1) aus isolierendem Material, 
mit Vertiefungen (2, 3, 4, 5) und/oder mit im Sub- 
strat (1) vorgesehenen Durchgangslochern (2a), 
mit einem Leitermaterial (37) in den vorher erzeug- 
ten Strukturen, 
dadurch gekennzeichnet, 
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daB das Leitermaterial (37) einschichtig in den vor- 
her erzeugten Strukturen aufgebracht ist 
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